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RESUMEN

Se crecieron capas semiconductoras de Al,Ga,;,Sb por la técnica de epitaxia en fase liquida a 400 °C sobre sustratos de
GaSb con orientacion cristalografica (001) y (111). La composicion de las capas mostr6é un contenido de aluminio entre
x=0.05 y X=0.36. Resultados de dispersion Raman muestran corrimientos en frecuencia asociados a las vibraciones de
red de los modos dpticos Ga—Sb y Al-Sb, asi como su dependencia con la composicién y con la orientacion
cristalografica de las capas ternarias. Se observo la presencia del modo LO—GaSb para las capas crecidas en la direccion
(001), mientras que para las capas con direccion (111) el modo TO-GaSb fue el mas intenso, de acuerdo a las reglas de
seleccion de sistemas con estructura cibica. Mediciones de difraccion de rayos-X de alta resolucion muestran la
presencia de capas ternarias totalmente estresadas, siendo la componente del estrés perpendicular a la superficie de la
capa ligeramente mayor para las capas crecidas en la direccion (001) que para las crecidas en la direccion (111). Este
hecho se debe a la dependencia de la razén de esfuerzos perpendicular y paralelo a la superficie de la capa ternaria con la
direcciéon de crecimiento.
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I. INTRODUCCION

Las aleaciones semiconductoras de Al,Ga,;.,Sb son materiales sumamente importantes para el desarrollo de dispositivos
opticos de alta velocidad para operar en la region de 1.3 a 6.5 um "% Estos compuestos también han sido usados para la
fabricacion de fotodiodos de avalancha de alta velocidad y bajo ruido °, asi como en lasers de inyeccion hechos de
AlGaAsSb y GalnAsSb crecidos sobre sustratos de GaSb o InAs y que emiten en el rango de longitud de onda de 2-4 um
*. Estos dispositivos fueron fabricados primeramente a partir de capas crecidas por epitaxia por haces moleculares
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